I Nicht fir Neuentwicklung

BSY 59

PNP-Transistor fir Schalteranwendungen

Der Transistor BSY 59 Tst ein epitaktischer Silizium-Planar-Transistor im Plastikgehuse
11 A 3 DIN 41869 BIl. 3 (SOT-25). Der Transistor ist besonders fiir den Einsatz als mittel-
schneller Schalter, sowie fiir universelle Anwendung geeignet.

Typ , Bestelinummer
BSY 59 |  Q62702-5157
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04 Kiihlschelle (Cu) zum Aufkleben
Gewicht etwa 0,33g  MaRe in mm des Transistors (Vorschlag)
Grenzdaten BSY 59
Kollektor-Emitter-Spannung ' ~Uces 30 Vv
Kollektor-Emitter-Spannung -Uceo 30 Vv
Emitter-Basis-Spannung ~Uggo 5 \
Kollektorstrom -1 800 mA
Basisstrom -I 100 mA
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagertemperatur » Ts -55 bis +150 °C
Gesamtverlustleistung (T, < 25°C) Piot 280 mwW
Gesamtverlustleistung (T¢ < 45°C)1) Peot 480 mW
Wirmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Luft Rinsu < 450 ' K/W
_ Kollektorsperrschicht — Gehause ') . Rinug < 220 K/W

1) Transistor auf Kiihischelle aufgekiebt (z. B. mit UHU-Plus)
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( Nicht fir Neuentwicklung |

BSY 59

Statische Kenndaten (7, = 26°C)

=Uce . =Ic B =Usge

\" mA Ic/Ig \Y%

07 100 | 160 (63 bis 400) | <1

0,7 500 20 (> 10) —_

Sittigungsspannung (—Ic = 500 mA; Iy = 50 mA)  Ucgsar <07 \Y

Kollektor-Emitter-Reststrom (—Uce = 25 V) —Ices 2 (< 100) nA

Kollektor-Emitter- Reststrom i

(-Uce=25V; Ty = 125°C) _Icgs <10 (I.A

Emitter-Basis-Durchbruchspannung

(=Ieg = 10 pA) . -Ugnpeso | >5 v

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

(—Ice = 10 mA) “U(ag)cgo > 30 \)

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

(—Ice = 10 pA) ~Uemces | > 30 v

Dynamische Kenndaten (7, = 25°C)

Transiﬁrequenz

(-Ic =10 mA; -ch =5V;f=50 MHI) fT 100 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat

(-ch =10V;f=1 MHZ) Ccso 12 pF

Schaltzeiten

Ic = 100 mA; 151 e 152 ~ 5 mA toin < 500 ns
taus < 850 ns

MeRschaltung fir Schaltzeiten

+5V (Ugp) - 20V (lgg)

0us
—jLF—iW
1<16nsec
Jr<15nsec
R=50Q

Testschaltung fir Ic = 100 mA

Temperaturabhiingigkeit der
zulidssigen Gesamtverlustleistung
Pior = (T): Ryn = Parameter
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BSY 59

L Nicht fir Neuentwicklung

Zuléssige Impuisbelastbarkeit

% renge = f (t); v = Parameter
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Zuléssiger Betriebsbereich

Ic =1 (Uce)
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Kollektorstrom I = f (Ugg)
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Nicht fir Neuentwicklung

BSY 59

Elngangskennllgleég = f (Ugg)
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Ausgangskennlinien I = f (UCE)
Iy = Parameter; Ty = 25°C
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Sattigungsspannung Ucesae = f (Ic)
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BUY 26, BUY 27, BUY 28

NPN-Leistungs-Transistoren fiir Schalter-
anwendungen .

BUY 26, BUY 27 und BUY 28 sind legierte NPN-Silizium-Transistoren im Metallgehéuse
Der Kollektor ist mit dem Gehause elektrisch verbunden. Die Isolationsabstinde entsprechen
nach VDE 0110 der Isolationsgruppe C. Die Transistoren eignen sich besonders fiir Schalter-
anwendungen bei hohen Spannungen und Strémen.

Typ | Bestellnummer Kihlkérper FK 04
(Bestellnummer Q62901-B34)
BUY 26 Q62702-U71 Wairmewiderstand bei
BUY 27 062702-U72 Piot = 25 W (eigenbeliiftet)
BUY 28 Q62702-U73 Renk = 3 K/W
Kiihlkérper *
FK 04 Q62901-B34
HK 04 Q62901-B35
M3
.‘*::: M5 M5
Kollektor - 2 f = = =
Tri T i % A < = 5%
IS e S 8 g ] ==
ST k ; = =T
fERY) t gasis 37e l !‘ 5‘* [= ) —n.c—
> 1 13- <———82—£—i l’tzsll
01 — e — 95— 0
Gewicht etwa 50 g MaBe in mm Gewicht etws 260 g MaRe in mm
Kihlkérper HK 04 (Bestellnummer Q62901-B35)
Wiérmewiderstand bei P,,, = 60 W (eigenbeliiftet) Rk 1.1 K/W
bei Fremdbeliiftung mit 15 I/sec Rk 0.4 K/W
J, | | i -
g | i
< w & .=
= T 3 7
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o s A
1 ST Gewindetdnge 10mm
e - G756 —— ] [0 Vo
— o 7f sl ] 50
Gewicht etwa 700 g MaBe in mm
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BUY 26, BUY 27, BUY 28

Grenzdaten

Kotlektor-Emitter-Spannung
(Rge = 100 Q) b
Kollektor-Emitter-Spannung
Kollektor-Basis-Spannung
Kollektor-Emitter-Spannung
Emitter-Basis-Spannung
Kollektorstrom

Basisstrom

Emitterstrom
Sperrschichttemperatur
Lagertemperatur

Gesamtverlustleistung (7g = 45°C)

Wirmewiderstand

Kollektorsperrschicht — Transistorgehéuse

Statische Kenndaten (7, = 25°C)

Bei einer Kollektor-Emitter-Spannung von Uge = 3 V und nachfolgenden

gelten folgende Werte:

BUY 26 | BUY 27 | BUY 28
Ucer | 200 360 420 v
Uceo | 150 250 300 v
Ucso| 200 360 420 '
Uces | 200 360 420 v
Ugso | 15 25 25 v
Ic 10 10 10 A
I 5 5 5 A
Ie 15 15 15 A
T 100 100 | 100 °C
Ts -40 bis +100
P | 100 | 100 | 100 w
Ruic| <06 | =06 [=06 |KW

Kollektorstrgmen

Ie I B Usge

A mA Ic/Is \'

0.5 21 24 0.6

2 120 (< 155) 17 (> 13) 0,7

10 1800 (< 2000) 5,6 (> b) 1,15 (< 1,5)

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung )
Ucgsat = 0.4 (< 0,75) V
der Transistor ist soweit iibersteuert, daR die statische Stromverstarkung auf 8 = 3 abgesunken

(Uce =3V, Ic = 8 A)

ist.

Kollektor-Emitter-Reststrom
(bei Rge = 100 Q)

(Ucer = 200 V; T; = 25°C)
(UCER =360V; T] =25 °C)
(UCER =420 V; TJ =25 °C)
(Ucer = 200 V; T; = 100 °C)
(UCEH =360V; T] =100 °C)
(Ucer = 420 V; T; = 100°C)
(Ucgr = 110 V; T, = 100°C)
(UCER =200V; Tj = 100°C)
(UCER = 250 V; Tj = 100°C)
Emitter-Basis-Reststrom
(Ugso = 20 V; T; = 100°C)

BUY 26 | BUY 27 | BUY 28
Icen <15 —_— _ mA
Icer | — <15 — mA
Icer — —_— <15 mA
Icer < 20 —_— —_ mA
Icen | — < 20 — mA
Icer —_ -_ < 20 mA
Icen <2 -— -_— mA
Icer —_ <2 —_ mA
Icer —_ —_— <2 mA
Itgo | <15 <156 <15 mA
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BUY 26, BUY 27, BUY 28

Dynamische Kenndaten (7, = 25°C)

Transitfrequenz I = 10 A Uee=3V)
Schaltzeiten:

Arbeitspunkt: Ic = 10 A;

151 =2A; ‘Igz =0; ch =3V

Arbeitspunkt: I = 10 A;
131 = -152=2A;Uc5=3V

MeRschaltung fiir Schaltzeiten

0 bs 1By ﬁ
0bis15Y
T

R

O~

oscillogr Messung von oscillogr. Messung von
Iy, Iy Iy
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BUY 26 | BUY 27 | BUY 28
fr 10 10 10 kHz
t, 20 20 20 ps
t, 3 3 3 us
t 60 60 60 us
t 20 20 20 us
ts 3 3 3 us

30



BUY 26, BUY 27, BUY 28

" Temperaturabhiingigkeit der

zuléssigen Gesamtverlustleistung ' Zuléassige Impulsbelastbarken
Pror =f(Tg) X rensg = f (t); v = Paramet
w BUY 26, BUY 27, BUY 28 1210 BUY 26, BUY z7 BUY 28
® T
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| | Vggg=0bistsov (Buy26) 5 - !
P Uggg=00is250V (BUY27) 05 T
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Stromverstarkung Bnormiert = f (I¢) Eingangskennlinien Iy = f (Ug¢)
=3V;Tg= Parameter Uce = 3V, Tg = Parameter
(Emmerschaltung) (Emmevschaltung)
BUY 26, BUY 27, BUY 28 A Y 26, BUY 27, BUY 28
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BUY 26, BUY 27, BUY 28

404

Ausgangskennlinien Ic = f (Uce)
Iy = Parameter (Emitterschaltung)

A BUY 26, BUY 27, BUY 28
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Ausgangskennlinien und Grenzkurve
fir Schaltbetrieb I = f (Uce)
(I = Parameter)
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Ausgangskennlinien und Grenzkurve
fur Schaltbetrieb I¢ = f (Ucg)
({g = Parameter)
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Ausgangskennlinien und Grenzkurve
fur Schaltbetrieb Ic = f (Ucg)
(Ig = Parameter)
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BUY 26, BUY 27, BUY 28
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Zuldssiger Arbeitsbereich
Ic = f (Ucg); t = Parameter
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BUY 26
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Zulissiger Arbeitsbereich
Ic = f (Ucg); t = Parameter
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Zulassiger Arbeitsbereich

A Ic = f (Uce): t = Parameter
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